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一、导师个人情况介绍

胡廷伟，男，1985年生，工学博士，海南医学院热检学院副教授。主要研究方向为：纳米粒子合成、组装及其在生物监测方面的应用研究；金属纳米材料的分子束外延生长及原位分析；SiC外延石墨烯的制备、改性及应用。主持3项国家/省部级基金（1项青年基金、1项中国博士后基金、1项海南省高层次人才基金），参与1项国家重点基础研究发展计划项目（973）、3项国家自然科学基金面上项目、1项陕西省自然科学基金。发表高水平SCI学术论文20余篇，其中以第一/通讯作者在Carbon，JPCL，APL等期刊上发表SCI论文11篇，5篇一区（中科院分区标准），总影响因子合计为50，授权专利2项。获海南省拔尖人才，海南医学院领军人才。2013年博士研究生国家奖学金，2014年CASC企业奖学金，2013西安交通大学一等奖学金、优秀研究生。

二、教育及工作经历

2019/11-至今，海南医学院，热带医学检验与检疫学院，副教授

2019/05-2019/11，西安交通大学，材料科学与工程学院，副教授

2016/3-2017/3，加州大学尔湾，物理及天文系，访问学者

2015/10-2019/05，西安交通大学，材料科学与工程学院，讲师/博士后
2013/10–2015/9，香港城市大学，材料及物理，博士，导师：朱剑豪

2011/3–2015/9，西安交通大学，材料学，博士，导师：徐可为

2009/9–2011/3，西安交通大学，材料学，硕士，导师：徐可为

2005/9–2009/7，湖南大学，材料物理，学士，导师：周灵平

三、主持及参与项目

1、海南省高层次人才基金，，二维受限金属单原子层的制备及插层机理分析，2021/6-2024/6，8万元，在研，主持。
2、国家自然科学基金青年项目，51601142，石墨烯大面积制备过程中的金属原子同步掺杂及其物理效应研究，2017/01-2019/12，20万元，结题，主持
3、中国博士后基金，2016M592785，石墨烯模板诱导金属二维结构超薄膜的制备及机理研究，2016.01--2018.12，5万元，结题，主持。
4、国家自然基金面上项目，TMDs二维原子晶体的2H－1T相变及界面特性增强机制研究（51771144），2018.01-2021.12,60，在研，参加。

5、国家自然科学基金面上项目，51471130、TMD/石墨烯的叠层结构稳定性及其光电特性的应变调控研究、2015/01-2018/12，85万元、已结题、参加。.

6、国家自然科学基金面上项目，51271139、应力致石墨烯类二维晶体奇异变形/相变特征及其机制研究、2013/01-2016/12，80万元、已结题、参加。

7、国家重点基础研究发展计划项目（973），2010CB631002、“介观尺度材料特性与服役行为表征的基础研究”子课题“介观异质单元的应力应变调控效应及界面特性表征”、2010/01-2014/12、630万元、已结题、参加。
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